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摘要(译)

本发明公开了一种微发光二极管及其制备方法和显示器，该方法包括：
形成缓冲层柱体；在缓冲层柱体外壁依次形成PN结的构成层体；在PN结
的构成层体外侧形成第一电极，且去掉缓冲层柱体后，在PN结的构成层
体内侧形成第二电极，第一电极和第二电极在PN结的构成层之外相互绝
缘。通过上述方法制成的微发光二极管为管状结构，管状的微发光二极
管结构能有效降低第一电极和第二电极之间经由PN结的构成层通路的阻
抗，从而提高导电率，增加微发光二极管的发光效率；同时，其微米管/
纳米管的结构增加了PN结的有效作用面积，增加电流密度，从而有效提
高微发光二极管的发光效率，改善微发光二极管的单色性。
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